FI2 - Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Labtorium

ELEMENTY OPTOELEKTRONICZNE

Celem ¢wiczenia jest zapoznaniegst dziataniem i podstawowymi charakterystykami
niektérych elementow optoelektronicznych na przgkia transoptora. Przed przysieniem
do pomiarow naley zapozné sig z wartgciami parametrow transoptora (CNY17 lub
odpowiednik — z wyprowadzarbaz fototranzystora)W czasie pomiarOw zwracé uwage
by nie przekroczy¢ maksymalnej mocy, maksymalnego pydu i napiecia. Po
zmontowaniu uktadu pomiarowego ustalzakresy woltomierzy i amperomierzy. Przed
wiaczeniem zasilaczy sprawdaizy potencjometry regulacyjne & pozycji zerowe;j.

Pomiar charakterystyk transoptora

1. W ukfadzie jak na rys. 1 wyznac&zycharakterystyl pradowo-napgciowa diody
elektroluminescencyjnej z transoptola=f(Ug) dla I = 0 ... 40mA oraz zahmos¢
(wzgledma) pradu wyjsciowegolc od wefciowego (c/lg) =f(lg), przyUce = const. = 5V.

2. Zmierzy zalenos¢ pradu wyjsciowego I¢c transoptora od naggia wyjsciowego Uce:
lc = f(Ucg) przylg = const.
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Rys. 1. Uklad do pomiaru charakterystyk transoptora

Pomiar charakterystyk fotoogniwa

1. W ukiladzie jak na rys. 2a wyznaczyaleenos¢ napkcia nieobcizonego zicza
kolektorowego fototranzystora z transoptoraaczé to, bez zewtrznej polaryzaciji,
mozna traktowd jak fotoogniwo), przy odiczonym emiterze tego tranzystora, oddor
wejsciowego transoptorddcs = f(Ig) dlalg = 0...40mA

2. Zmierzy¥ charakterystyk& pradowo naptciowa fotoogniwa:lc = f(Ucg) przy I = const.
Zaleznos¢ te¢ naleey zbadé& zmieniajc rezystang obchzenia fotoogniwa od warfai
maksymalnej do zera (rys. 2b).
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Rys. 2. Uktad do pomiaru charakterystyk fotoogniajiotoogniwo nieobaizone, b)
fotoogniwo obcizone rezystorem

Pomiar charakterystyk fotodiody

1. W uktadzie jak na rys. 3 wyznac&zgharakterystyk pradowo-nap¢ciowa fotodiody (jej
role petni zhcze kolektor-emiter spolaryzowane zaporowh):= f(Ucg) przy Ir = const.
Pomiary wykona w zakresidJcg = 0...30V.
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Rys. 3. Uklad do pomiaru charakterystyk fotodiody




2. Zmierzy charakterystyk pradowo-nap¢ciowa fotodiodylc = f(Ig) przy Ucg = const. dla
lg=0...40mA.

Transmisja sygnatu w transoptorze
W ukiadzie z rys. 4. zaobserwogvaransmis¢ sygnatu w transoptorze. Na &g podawa
sygnaty o ranych ksztattach (sinus, trgjk prostolt) i roznych czstotliwosciach.
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Rys. 4. Uklad do obserwacji transmisji sygnatu ansioptorze

Nalezy odpowiednio dobra punkt pracy diodyswiecacej, znajdujcej sk na wegciu
transoptora (rys.5). Naggie Uce ustawt na poziomie kilku woltow.
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Rys. 5. Dobor punktu pracy diodwiecacej: punkt A — nieliniowa cg¢ charakterystyki, punkt B —
liniowa cz$¢ charakterystyki

PARAMETRY TRANSOPTORA CNY 17 (transoptor z wyprowadzarkoncowka bazy):

Nadajnik Odbiornik
| Frmax 60 mA U cEmax 70V
URmax 6V | cmax 50 mA
PiNmax 100 mW PouTtmax 150 mW
Ugr 4kV
CTR: | 40-80% I 63-125%

[l 100 - 200 % IV 160 - 320 %



Protokot pomiarowy - elementy optoelektroniczne

Charakterystyki transoptora

e = f(Ug),

I/l = (1)

Ic = f(Ucg)

Lp.

Uce =

e =

Ucg = f(lp)

Charakterystyki fotoogniwa

Ic = f(Ucg)

Us, V

I, MA

lc, MA

Ucg, V

lc, MA

Lp.

I =

le, MA

Ucg, V

Ucg, V

I, ...
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Charakterystyki fotodiody
lc = f(Ucg)

Lp.

e =

Ucg, V
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